paz no pluradl

Circuito de Teste para Caracterizagao &
de Variabilidade de Diodos Schottky

Thales Stedile Ribeiro (bolsista) e Prof. Hamilton Klimach (orientador)
Departamento de Engenharia Elétrica - PGMicro - UFRGS - thales2r@gmail.com

UFRGS
PROPESQ

Introducao

A progressiva redugcdo das tens6es de alimentagdo na
microeletrénica chegou a um ponto em que tornou-se necessario o estudo
de substitutos para alguns dispositivos para aplicagdes em circuitos com
ultra-baixa tensdo de alimentacdo (ultra-low voltage). Um possivel
substituto para o Diodo de jungdo PN seria o Diodo Schottky, ja bastante
empregado em circuitos de protegdo. As situagoes em que esses diodos sao
empregados, porém, ndo demandam informagdo quanto a variabilidade no
processo de fabricagdo, resultando na pobreza desse tipo de dados
fornecidos pelas foundries, um empecilho para projetos de outros tipos de
circuito, como de referéncias de tensao [1].

Este trabalho visa caracterizar eletricamente uma grande
guantidade de dispositivos (100 diodos) de diversas geometrias diferentes
(2um x 2pm, S5um x 5pm, 10pum x 10pm e 10pum x 10um com fingers - 400
diodos no total) em diversas temperaturas para extrair dados estatisticos a
fim de compor um modelo comportamental completo para o dispositivo,
incluindo os dados sobre variabilidade no processo de fabricagdo cuja falta
motivou o projeto.

Transistores PMOS e NMOS atuando como chaves
acionadas por shift-register para ligar os diodos
individualmente nos limitados pinos de acesso do circuito
integrado (Cl);

Método de medicdo force-sense (Kelvin ou
quatro-pontos) para reducdo de quedas de tensio entre o
terminal do aparelho de caracterizacdo e o 4nodo/cétodo;

Selegdo de dispositivo a ser caracterizado, controle do
aparelho de caracterizagdo elétrica e controle de camara
térmica automatizado por programa de computador.

[ Realizado pelo Bolsista

—> Colaborac¢do no desenvolvimento da proposta;

—> Estudo das ferramentas CAD para microeletronica
utilizadas atualmente;

=> Desenvolvimento do Shift-Register.
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Circuito Implementado
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=) Palavra carregada no Shift-register SIPO (serial in, parallel out)
fecha os contatos da “Chave MOS” correspondente ao Flip-flop
carregado com bit = 1.

=) Flip-flop do tipo 1p
master-slave com latches
estaticos, compostos por
Inversores e Transmission Gates.
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O layout foi feito de forma modular,
facilitando a implementagdo da estrutura
completa do shift-register;

Para ser feito o chaveamento dos 400 diodos,
foram utilizadas 4 estruturas em série
semelhantes a esta aqui apresentada.

Din Shift-register de 100 bits Dout
£ £ £ £ £ £ £ £ £ T

Barramento Gnd

PP/ oruaweLeg

o

p=

3 -]
S N
o [
8 5
N

2

[y

©

=

Y

&)

150um
- ™

SImUIagoeS => Simulac¢des
transientes realizadas no
~ software Virtuoso®
mostram uma palavra
sendo carregada através
i1 11 do shift-register a cada
pulso de clock (10kHz).
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“Chaves MOS” ativadas com o Q e o /Q dos flip-flops do
shift-register desenvolvido. NI com e PMOS com /Q=0.

O autor foi bolsista no projeto CIRCUITOS INTEGRADOS
ANALOGICOS E MISTOS PARA OPERACAO EM ULTRA-BAIXA
TENSAO (ULV) DE ALIMENTAGAO.

PERIODO: 01/08/2015 a 31/07/2016
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Préxima etapa para realizagdo do trabalho, enquanto é aguardada a
prototipagdo em processo IBM130nm pela MOSIS, é desenvolver a
interface digital que fara o controle da caracterizagdo e o levantamento
dos dados de forma automatizada. O chip foi enviado para prototipagdo
em 08/2016 e deve retornar por meados de 11/2016 para entdo poder
ser testado.
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